
Fig.2 {11
―

0}接合面の成長過程 SEM 像 (ステップを斜め上から観察) (a) 0 h (b) 1 h (c) 4 h (d) 8 h 

Fig.1 横型 p-n接合の作製プロセス 

(a) ステップ構造の形成 

(b) n 型ダイヤの CVD 選択成長  

 (111)基板上の{110}面を接合面とした 
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[背景・目的] ダイヤモンド(111)基板上に成長したダイヤモンド膜は不純物濃度の制御性に優れ

ており[1]、パワーMOSFET のチャネル、ドレイン/ソース領域にそれぞれ必要な不純物濃度を有す

る高精度なダイヤモンド膜の形成が期待できる。これまでの研究により、(111)基板上の Au/Ti マ

スクを用いた n型ダイヤモンドの CVD選択成長は、接合面の面方位およびオフ方向との位置関係

に、接合構造や電気特性が影響を受けることを明らかにした[2]。本研究は、MOSFET にむけた横

型 p-n-p構造形成に必要なゲートとドレインおよびソース間の同質な 2つの横型 p-n接合を実現す

るために、(111)基板上で等価面が露出可能である{11
―

0}面を接合面とする横型p-n接合を作製した。 

[実験方法] Fig.1に横型 p-n接合の作製プロセスを示

す。Ib ダイヤモンド(111)基板(オフ角 2.2°)上に CVD

によりp型を2 μm堆積後、マスクとなるAu/Ti (430/10 

nm)膜をパターニングした。このマスクを用いて ICP エ

ッチングによりステップ構造を形成した[Fig. 1(a)]。こ

の際、ステップのコーナ部に溝が生じる [3]。さらにこ

のマスクを利用することにより、n 型ダイヤモンドの CVD 選択成長を行った[Fig. 1(b)]。成長と

SEM観察を繰り返すことで、n型ダイヤモンドの成長過程を観察した。 

[実験結果] Fig.2 に{11
―

0}接合面での異なる成長時間における SEM 画像を示す。ICP エッチング

直後、Fig. 1(a)で示した溝が観察された[Fig. 2(a)]。1 時間成長後、この溝を境に(111)基板からは[111]

方向に n 型が成長しており、溝からも成長が起こっているのが観察される[Fig. 2(b)]。4 時間後に

は溝からの顕著な成長が確認された[Fig. 2(c)]。8時間後に溝は完全に埋まり、Fig. 1(b)に対応する

横型 p-n 接合を形成した[Fig. 2(d)]。また、オフ方向に対して同条件の 2つの等価な{11
―

0}接合面の

横型 p-n 接合は同質の形状を示した。今後は、電気特性評価や断面 TEM観察を行う。 
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